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近年、半導体プロセスの微細化を目的として様々な成膜プロセスやエッチングプロセスが提案

されている。具体的な例としては原子層堆積法(Atomic Layer Deposition : ALD)や原子層エッチング

法(Atomic layer Etching : ALE or ALEt)などが挙げられ、これらのプロセスでは今までの化学気相法

(Chemical Vapor Deposition : CVD)やプラズマを用いた RIE などとは異なるメカニズムでプロセス

が行われている。これらのプロセスでは原料プリカーサとの基板表面との化学反応の制御が必要

であり、今までの CVD ではあまり使用されてこなかったジケトン系有機金属錯体等の様々な種類

の材料が提案・実用化されている。これらは必ずしも気体とも限らず、固体や液体の原料を気化

して使用することもあるのでガスが到達し得るプロセス装置内部は材料の再凝集が起きないよう

に一定の温度に加熱しなければならい。また、1.3Pa 以下等の低い絶対圧領域で圧力を制御したい

という要求もあり、高温且つ低圧の制御に必要なセンサが求められている。また成膜プロセスは

もとよりエッチングプロセスでも堆積し易い材料が使用される傾向があるのでその対策も必要で

ある。静電容量式隔膜真空計は計測するガスの種類によらない全圧真空計であり、成膜・エッチ

ングなどのプロセス自体の圧力監視及び圧力制御、ガス供給ラインの圧力監視などの用途に半導

体プロセス一般に広く用いられている。我々は今までサファイアを用いた MEMS 技術により静電

容量式の圧力センサを開発し、真空計として実用化してきた。今回の発表ではこれらのセンサを

より低圧かつ高温で動作可能とする為に実施したモンテカルロ直接法を用いた 3 次元希薄気体解

析とそれに基づいたセンサ特性について紹介する。また、どのようにセンサ内部に堆積が起きる

のも同様のシミュレーションで実施したのでその結果についても報告する。 

Fig1.各種真空計の圧力導入構造とモンテカルロシミュレーション結果 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)20p-E313-6 

© 2019年 応用物理学会 01-096 1.5


